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電子正孔対生成エネルギー(ε値)は半導体検出器のエネルギー分解能を決定する重要な値である

が，臭化タリウム(TlBr)化合物半導体におけるε値の報告は少ない[1, 2]．TlBrは高原子番号(81, 35)，

高密度(7.56 g/cm3)を持つためにガンマ線検出器材料として有望である．本研究では Si 検出器と

TlBr検出器を比較することにより TlBrにおけるε値の測定を行った． 

公称純度 99.999%の TlBr 素材を帯域精製法により純化し，帯溶融法により TlBr 結晶を得た．

TlBr結晶を切り出し，表面処理を行い，Tlを真空蒸着することによりピクセル型の TlBr検出器を

製作した．検出器はピクセル電極を 4つ有しており，電極の大きさは 1 mm × 1 mmであった．

検出器の厚さは 4.36 mmであった． 

	 室温において検出器の陰極に 241Amからの 59.5 keVのガンマ線を照射し，測定対象とするピク

セル電極に電荷有感型前置増幅器を接続することによりエネルギースペクトルの測定を行った．

陰極に印加したバイアス電圧を変化させて，59.5 keVのピーク位置の電圧依存性の測定を行い，

Hechtの式をカーブフィットすることにより電圧無限大におけるピーク位置を見積もった．測定系

をε値が 3.67 eVである Si PINフォトダイオード(Hamamatsu S1223)で校正することにより，TlBr

におけるε値を求めた． 

	 TlBr 検出器の 4 つのピクセルから得られたε値の平均値は 5.5 eV であった．この値は報告値で

ある 6.5 eV [1]，5.85 eV [2]よりも小さい値であった．化合物半導体検出器はその開発途中におい

て結晶性や検出器製作技術の改善，測定技術の向上などによりε値が改善することが見られる．

TlBrにおけるε値の改善は近年の TlBr検出器の特性向上によるものであると考えられる．TlBrのε

値は Klein の式[3]と呼ばれる禁止帯幅とε値の関係式から得られる値よりも小さい．このような

Kleinの式と実験値の乖離は HgI2，GaSe，PbI2などの他の化合物半導体にも見られるが，その理由

は分かっていないのが現状である．  
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